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@ Reaktionskammer fur die chemische Synthese oder verwandte Anwendungen. 



@ Beschheben wird eine Reaktionskammer, mit der 
gleichzeitig mehrere fiussige Oder in Fliissigkeit gelo- 
ste, agressive oder gefahriich Proben bearbeitet werden, 
wie zum Beispiel Verdampfen. 

In der Raktionskammer (1) befindet sich eine Platt- 
form (6) zur Airfnahme einzelner Proben (8) und Proben- 
racks (9). Die Raktionskammer (1) kann geheizt, gekuhlt 
und unter Vakuum gesetzt werden. Die Heizung der Pro- 
ben erfolgt dann uber Strahlung. Die Probenplattform (6) 
wird mittels Magnetkopplung geschuttelt. Die einzelnen 
Probengefasse/Reaktionsgefasse konnen wahrend des 
Betriebes Liber Leitungen gefullt oder entleert werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Reaktionskammer mit 
dem gleichzeitig mehrere flussige Oder in Flussig- 
keit geloste, agressive Oder gefahrlich Proben bear- 
beitet werden. 

In der Reaktionskammer befindet sich eine Platt- 
form zur Aufnahme einzelner Proben und Proben- 
racks. Die Reaktionskammer kann geheizt, gekuhlt 
und unter Vakuum gesetzt werden. Die Heizung der 
Proben erfolgt dann uber Strahlung. Die Proben- 
plattform wird mittels Magnetkopplung geschutteit. 
Die einzelnen Probengefasse/Reaktionsgefasse 
konnen wahrend des Betriebes uber Leitungen ge- 
fullt oder entleert werden. 

Um mehrere Proben gleichzeitig bearbeiten zu 
konnen, bestehen Probleme, welche bisher noch 
nicht zufriedensteliend gelost sind. 

Agressive Oder gefahrliche Proben werden meist 
einzeln abgearbeitet. Bekannte Systeme wie Vaku- 
umzentrifugen bedurfen spezieller Probenracks und 
sind nur fur einzelne Bearbeitungsschritte (z.B. 
Trocknen) geeignet. Dies ist mit einer Reihe von 
Nachteilen verbunden. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun- 
de, eine Reaktionskammer anzugeben, mit der 
gleichzeitig mehrere Proben bearbeitet werden und 
mehrere Bearbeitungsschritte automatisch erfolgen 
konnen, wie dies beispielweise in der chemisch 
kombinatorischen Synthese benotigt wird. 

Erfindungsgemass wird dies gelost durch eine 
Reaktionskammer der eingangs genannten Art, die 
sich dadurch auszeichnet, dass die Reaktionskam- 
mer gegenuber den Proben resistent, vakuum- und 
temperatarbestandig ist, dass die Proben uber 
Strahlung geheizt werden, dass die Proben ge- 
schutteit werden, dass die Schuttelbewegung uber 
eine Magnetkopplung erfolgt, dass die Schuttelplatt- 
form ohne mechanische Verriegelung in die Reakti- 
onskammer gesetzt wird und dass die einzelnen 
Probengefasse wahrend des Betriebs gefullt und 
entleert werden konnen. 

im folgenden wird anhand der beiliegenden 
Zeichnungen ein bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung beschrieben. 

Fig. 1: eine schematische Darstellung einer Re- 
aktionkammer 

Fig. 2: Schuttelantriebsystem. wie dies im Sy- 
stem nach Fig. 1 zum Einsatz kommt 

Fig. 3: eine einzelne Magnetkopplungseinheit, 
wie sie im System nach Fig. 3 zum Einsatz kommt. 

Wie Fig. 1 zeigt, wird die Reaktionskammer 1 
von oben durch die Glasplatte 2 verschlossen, mit 
der Dichtung 3 abgedichtet und durch die Mantel- 
heizung 4 geheizt. Zusatzlich kann der Proberaum 
mit dem Infrarotstrahler 5 geheizt werden. Die 
Schuttelplatte 6 in der Reaktionskammer 1 wird mit 
dem Schuttelantrieb 7 getrieben. Der Aufbau der 
Schutteleinhett ist in Fig. 2 + 3 detailliert gezeigt. 
Die Probengefasse 8 werden im Probenrack 9 posi- 
tioniert und auf die Schuttelplatte 6 montiert, oder 
Probenrack 9 und Schuttelplatte 6 bestehen aus ei- 
ner Einheit. Uber die Anschlusse 10 konnen elektri- 



sche, Entlastungs-, Gas-, Vakuum-, Losungsmitteh 
Reagenzien- und Sensor-Leitungen in die Reak- 
tionskammer 1 gefuhrt werden. Die Anschlusse 10 
und die Mantelheizung 4 sind in Fig. 1 grob sche- 

5 matisch gezeigt. Selbstverstandlich sind sie gemass 
dem Stand der Technik ausgebildet. Auch die Dich- 
tung 3. die Glasplatte 2 sowie der Infrarotstrahler 5 
werden nicht naher beschrieben, weil sie entspre- 
chend dem einschlagigen Stand der Technik ausge- 

10 iuhrt sind. 

Wie Fig. 2 zeigt, ist die Schuttelplatte 6 mit den 
Lagerzapfen 11 test verbunden. Die Lagerschalen 
12 sitzen im Reaktionskammerboden 13. Die Innen- 
seite der Reaktionskammer 1 ist durch die Glasein- 

15 satze 14 verschlossen, der Schuttelantrieb 7 mit 
den Treibern 1 6 befindet sich ausserhalb der Reak- 
tionskammer 1 und wird vom Motor 15 angetrieben. 

Die an der Schuttelplatte 6 montierten Lagerzap- 
fen 11 stehen in den Lagerschalen 12; pro Schut- 

20 telplatte 6 werden im Minimum drei Lagerzapfen 11 
mit entsprechenden Lagerschalen 12 benotigt. Die 
Auslenkung der Schuttelbewegung ist durch die 
Durchmesserdifferenz um die der Lagerzapfen 11 
kleiner ist als der Innendurchmesser der Lagerscha- 

25 le 12 gegeben. Die Schuttelplatte 6 beschreibt so- 
mit eine Kreisbewegung. Um eine hohe Schuttelfre- 
quenz erreichen zu konnen, sind elektrische nicht 
leitende Glaseinsatze 14 in dem sonst metallischen 
Reaktionskammerboden 13 eingesetzt, damit keine 

30 Bremswirkung durch Wirbelstrome erfolgt. Die Trei- 
bermagnete 18/19 beruhren die Glaseinsatze 14 
nicht. Der Antrieb fur die Treibermagnete entspricht 
dem Stand der Technik und wird daher nicht naher 
beschrieben. 

35 Wie Fig. 3 zeigt, ist der Schuttelmagnet 20 im 
Lagerzapfen 1 1 eingeschlossen und dadurch mit 
der Schuttelplatte 6 test verbunden. Die Lagerscha- 
le 12 und der Glaseinsatz 14 sitzen im Reaktions- 
kammerboden 13 zwischen den Treibermagneten 

40 18/19 und dem Schuttelmagnet 20, welcher im La- 
gerzapfen 11 ist 

Das Schuttelmagnet 20 wird vom Treibermagnet 
18 angezogen und vom Treibermagnet 19 abge- 
stossen, dies bedingt durch die Wahl der Polarisie- 

45 rung. 

Die Reibung auf der Grundflache in der Lager- 
schale 12 und der Stirnseite des Lagerzapfens 11 
ist abhangig von der zu schuttelnden Gesamtmasse 
und der Magnetkraft. 

50 Mit zunehmender Drehzahl der Treibermagneten 
18/19 wird der Schuttelmagnet 20 nachgezogen. Er 
befindet sich nicht mehr in der optimalen Position 
uber dem anziehenden Treibermagnet 18, der 
Schuttelmagnet 20 kommt dem abstossenden 

55 Treibermagnet 19 naher. Dadurch verringert sich 
die Reibung in der Lagerschale 12, was die Erho- 
hung der Tourenzahl begunstigt. 

Patentanspruche 

60 

1. Heizbare, vakuumfeste, gegen aggressive 
Stoffe resistente Reaktionskammer zum gleichzeiti- 
gen Bearbeiten mehrerer Proben in separaten Ge- 
fassen, mit integrierter, uber Permanentmagnete 
65 antreibbarer Schuttelplatte (6), gekennzeichnet 
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durch mehrere rotierende. synchroniaufende Treiber 
(16) mit Treibermagneten (18/19), und durch die 
Schuttelplatte (6), welche Lagerzapfen (11) mit inte- 
grierten Schuttelmagneten (20) aufweist. 

2. Reaktionskammer nach Anspruch 1, gekenn- 5 
zeichnet durch elektrisch nicht ieitende Lagerzapfen 

(11) , durch elektrisch nicht Ieitende Lager (12) fur 
die Lagerzapfen und durch einen unter dem Lager 

(12) angeordneten, elektrisch nicht leitenden Ein- 

satz im Reaktionskammerboden, um eine Wirbel- 10 
strombremswirkung im Magnetkopplungsbereich zu 
verhindern. 

3. Reaktionskammer nach Anspruch 1. gekenn- 
zeichnet durch einen zusatzlichen, auf den Lager- 
zapfen (11) eine abstossende Wirkung ausubenden 15 
Treibermagneten (19) zur Minderung der Reibung 

bei steigender Schuttelgeschwindigkeit. 

4. Reaktionskammer nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch eine Schuttelplatte (6), welche ohne 
mechanische Verriegelung einsetzbar ist. 20 

5. Verwendung der Reaktionskammer nach An- 
spruch 1, zur Durchfuhrung chemischer Synthesen 
Oder als Verdampfer. 
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Fig. 1 
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